
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог изделий 

ОАО «Болховский завод полупроводниковых приборов» 



 

 

ДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ 

Кремниевые эпитаксиально - 

планарные диодные матрицы 

2Д906А/ББ, 2Д906А/ББ «ОС», 2Д906А1/ББ, 2Д906А1/ББ «ОС» 

2Д906Б/ББ, 2Д906Б/ББ «ОС», 2Д906Б1/ББ, 2Д906Б1/ББ «ОС» 

2Д906В/ББ, 2Д906В/ББ «ОС», 2Д906В1/ББ, 2Д906В1/ББ «ОС» 

АЕЯР.432120.185 ТУ, аАО.339.190 ТУ (для «ОС») 
 

Особенности 

- состоят из четырех элементов 
 

Применение 

- предназначены для работы в качестве выпрями-

тельного моста или резервированного диода в спе-

циальных радиотехнических и электронных устрой-

ствах 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование 

параметра,  

единица измерения 

Буквен-

ное обо-
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ние 
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При включении в качестве резервированного диода 

Максимально допустимое 

постоянное обратное напря-

жение, В Uобр.макс 75,0 50,0 30,0 1,5 

Максимально допустимое 

импульсное обратное напря-

жение (τ ≤ 10 мкс), В  Uобр.и.макс 100,0 75,0 75,0 

1, 

3,5 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток  
(τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=30 мА), А Iпр.и.макс 2,0 2,0 2,0 1,5 

(τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=60 мА при 

температуре от минус 60 до 

90 С), А Iпр.и.макс 1,0 1,0 1,0 5 

Максимально допустимый 

средний прямой ток при  тем-

пературе:  

    

-  от минус 60 до 50 С, мА; Iпр.ср.макс 200,0 200,0 200,0 2,5 

- при температуре 125 С, мА Iпр.ср.макс 25,0 25,0 25,0 4,5 

Предельная частота выпрям-
ления (без снижения прямого 

тока), кГц fпред 500,0 500,0 500,0 4,5 

При работе в качестве выпрямительного моста (включение в схему 

выводами 3-4 – вход, выводами 1-2 – выход) 

Максимально допустимое 

постоянное обратное напря-

жение на входе, В Uобр.макс 75,0 50,0 30,0 1 

Максимально допустимая 

однократная перегрузка по 

величине постоянного тока на 
выходе (время между одно-

кратными импульсами не ме-

нее 5 мин), А: 

 

   

 

а) в течение 10 мкс; Iпр.и.макс 2,0 2,0 2,0 1 
б) в течение 1 мс Iпр.и.макс 1,0 1,0 1,0 1 

Предельная рабочая частота, 

кГц fпред 500,0 500,0 500,0 4 

1 Значения электрических параметров приведены в диапазоне темпера-

тур от минус 60 до 125 °С. 

2 В диапазоне температур от 50 до 125 °С максимально допустимый 

прямой ток уменьшается линейно. 
3 Подача импульса отрицательной полярности через время не менее 

3 мкс после окончания импульсов прямого тока. 

4 При любой форме напряжения длительностью фронта не менее 50 нс 

от уровня 0,1 до уровня 0,9 амплитуды напряжения. 
5 Параметры приведены для каждого элемента диодной матрицы. 

 

Габаритный чертеж 

 
Принципиальная схема 

 
Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование 

параметра, 

единица измерения 

Буквен-

ное 

обозначе
ние 

Норма 

не 

более 

Режимы 

измерения 

Постоянное 

обратное  
напряжение, В 

Uобр 

≥75,0 для 

А, А1, 

≥50,0  для 

Б, Б1, 

≥30,0  для 

В, В1 

Iобр = 2 мкА 

Постоянный об-

ратный ток, мкА 
Iобр.

 ≤2,0 

Uобр = 75 В (для А, 

А1), 50 В (для Б, Б1), 

30 В (для В, В1) 

Постоянное пря-
мое напряжение, В Uпр ≤1,0 

Iпр.=50 мА 

Импульсное пря-
мое напряжение, 

В Uпр.и ≤5,0 

Iпр.и=2 А,  

Iпр.ср= 30 мА,  

τи = 10 мкс 

Установившееся 

прямое напряже-

ние, В Uпр.уст ≤2,0 

Iпр.и=2 А, 

Iпр.ср=30 мА,  

τи = 10 мкс 

Прямое напряже-

ние короткого 

замыкания, В Uпр.к.з ≤2,0 

Iм = 0,2 А 

Обратный ток 

холостого хода, 
мкА Iобр.х.х. ≤5,0 

Uобр = 75 В (для А, 

А1), 50 В (для Б, Б1), 

30 В (для В, В1) 

Общая емкость, 
пФ Сд ≤20,0 

Uобр = 5 В 

Время обратного 
восстановления, 

мкс 
tвос.обр ≤0,4 

Iвос = 5 мА, 

Uобр. = 20 В, 

Iпр.и = 0,2 А, 

R∑ = 600 Ом 

Время прямого 

восстановления, 

мкс tвос.пр ≤1,0 

Iпр.и=2 А, 

Iпр.ср=30 мА,  

τи = 10 мкс 

Пробивное на-

пряжение, В 

Uпроб 

≥100,0  

для А, А1, 

≥75,0  для 

Б, Б1 и В, 

В1 

Iобр=50 мкА 

 



 

ДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные диодные матрицы 
2Д906Г/ББ, 

2Д906Г1/ББ 

АЕЯР.432120.185 ТУ 
 

Особенности 

- состоят из четырех элементов 
 

Применение 

- предназначены    работы в качестве выпрямитель-

ного моста или резервированного диода в специаль-

ных радиотехнических и электронных устройствах 
 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра,  

единица измерения 

Буквенное 
обозначе-

ние 

Норма, 
не 

более 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

При включении в каестве резервированного диода 

Максимально допустимое постоянное 
обратное напряжение, В Uобр.макс 300,0 1,5 

Максимально допустимое импульсное 
обратное напряжение (τ ≤ 10 мкс), В  Uобр.и.макс 400,0 

1, 
3,5 

Максимально допустимый импульс-
ный прямой ток  

(τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=30 мА), А Iпр.и.макс 2,0 1,5 

(τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=60 мА при темпера-

туре от минус 60 до 90 С), А Iпр.и.макс 1,0 5 

Максимально допустимый средний 

прямой ток при  температуре:  

  

-  от минус 60 до 50 С, мА; Iпр.ср.макс 200,0 2,5 

- при температуре 125 С, мА Iпр.ср.макс 25,0 4,5 

Предельная частота выпрямления (без 
снижения прямого тока), кГц 

fпред 10,0 4,5 

При работе в качестве выпрямительного моста (включение в схему 

выводами 3-4 – вход, выводами 1-2 – выход) 

Максимально допустимое постоянное 

обратное напряжение на входе, В Uобр.макс 300,0 1 

Максимально допустимый средний 

прямой ток на выходе в зависимости 

от температуры и частоты, мА 

Iпр.ср.макс 25,0 

 

Максимально допустимая однократная 
перегрузка по величине постоянного 

тока на выходе (время между одно-

кратными импульсами не менее 5 

мин), А: 

  

 

а) в течение 10 мкс; Iпр.и.макс 2,0 1 

б) в течение 1 мс Iпр.и.макс 1,0 1 

Предельная рабочая частота, кГц 
fпред 10,0 4 

1 Значения электрических параметров приведены в диапазоне темпе-

ратур от минус 60 до 125 °С. 

2 В диапазоне температур от 50 до 125 °С максимально допустимый 
прямой ток уменьшается линейно. 

3 Подача импульса отрицательной полярности через время не менее 

3 мкс после окончания импульсов прямого тока. 
4 При любой форме напряжения длительностью фронта не менее 

50 нс от уровня 0,1 до уровня 0,9 амплитуды напряжения. 

5 Параметры приведены для каждого элемента диодной матрицы. 
 

Габаритный чертеж 

 
Принципиальная схема 

 
Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование 

параметра, еди-
ница измерения 

Буквен-

ное 
обозна-

чение 

Норма  Режим измерения 

Постоянное об-

ратное  напряже-

ние, В Uобр ≥300 

Iобр. = 2 мкА 

Постоянный об-

ратный ток, мкА Iобр
 ≤2 

Uобр=300 В 

Постоянное пря-

мое напряжение, 
В Uпр ≤1 

Iпр.=50 мА 

Импульсное 
прямое напряже-

ние, В Uпр.и ≤5 

Iпр.и=2 А,  
Iпр.ср= 30 мА,  

τи = 10 мкс 

Установившееся 

прямое напряже-

ние, В Uпр.уст ≤2,5 

Iпр.и=2 А, 

Iпр.ср=30 мА,  

τи = 10 мкс 

Прямое напря-

жение короткого 

замыкания, В Uпр.к.з ≤2 

Iм = 0,2 А 

Обратный ток 

холостого хода, 

мкА Iобр.х.х ≤5 

Uобр =300 В 

Общая емкость, 

пФ Сд ≤20 

Uобр = 5 В 

Время обратного 

восстановления, 

мс 
tвос.обр ≤0,4 

Iвос = 5 мА, 

Uобр = 20 В, 

Iпр.и = 0,2 А, 
R∑ = 600 Ом 

Время прямого 
восстановления, 

мкс tвос.пр ≤1 

Iпр.и=2 А, 
Iпр.ср=30 мА,  

τи = 10 мкс 

Пробивное на-

пряжение, В Uпроб ≥400 

Iобр=50 мкА 

 

 



 

ДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные диодные 

матрицы (в металлокерамическом корпусе) 

2Д906А2/ББ 

2Д906Б2/ББ 

2Д906В2/ББ 
АЕЯР.432120.185 ТУ 
 

Особенности 

- состоят из четырех элементов; 

- группа стойкости 3У по ГОСТ В 20.39.404. 
 

Применение 

- предназначены для работы в качестве выпрями-

тельного моста или резервированного диода в спе-

циальных радиотехнических и электронных устрой-

ствах 
 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра,  

единица измерения 

Буквен-

ное обо-

значе-

ние 

Норма, не более 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

2
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9
0

6
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2
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При включении в качестве резервированного диода 

Максимально допустимое 
постоянное обратное напря-

жение, В Uобр.макс 75,0 50,0 30,0 1,5 

Максимально допустимое 

импульсное обратное напря-

жение (τ ≤ 10 мкс), В  Uобр.и.макс 100,0 75,0 75,0 

1, 

3,5 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток  

(τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=30 мА), А Iпр.и.макс 2,0 2,0 2,0 1,5 
(τ ≤ 10 мкс, Iпр.ср.=60 мА при 

температуре от минус 60 до 

90 С), А Iпр.и.макс 1,0 1,0 1,0 5 

Максимально допустимый 

средний прямой ток при  тем-

пературе:  

    

-  от минус 60 до 50 С, мА; Iпр.ср.макс 200,0 200,0 200,0 2,5 

- при температуре 125 С, мА Iпр.ср.макс 25,0 25,0 25,0 4,5 

Предельная частота выпрям-

ления (без снижения прямого 
тока), кГц fпред 500,0 500,0 500,0 4,5 

При работе в качестве выпрямительного моста (включение в схему 
выводами 3-4 – вход, выводами 1-2 – выход) 

Максимально допустимое 
постоянное обратное напря-

жение на входе, В Uобр.макс 75,0 50,0 30,0 1 

Максимально допустимая 

однократная перегрузка по 

величине постоянного тока на 

выходе (время между одно-
кратными импульсами не ме-

нее 5 мин), А: 

 

   

 

а) в течение 10 мкс; Iпр.и.макс 2,0 2,0 2,0 1 

б) в течение 1 мс Iпр.и.макс 1,0 1,0 1,0 1 

Предеьная рабочая частота, 
кГц fпред 500,0 500,0 500,0 4 

1 Значения электрических параметров приведены в диапазоне темпера-
тур от минус 60 до 125 °С. 

2 В диапазоне температур от 50 до 125 °С максимально допустимый 

прямой ток уменьшается линейно. 

3 Подача импульса отрицательной полярности через время не менее 
3 мкс после окончания импульсов прямого тока. 

4 При любой форме напряжения длительностью фронта не менее 50 нс 

от уровня 0,1 до уровня 0,9 амплитуды напряжения. 
5 Параметры приведены для каждого элемента диодной матрицы. 

 

Габаритный чертеж 

 
Принципиальная схема 

 
Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование 

параметра, 
единица измерения 

Буквен-

ное 
обозначе

ние 

Норма 

не 
более 

Режимы 

измерения 

Постоянное 
обратное  

напряжение, В 

Uобр 

≥75,0 

для А2, 

≥50,0  

для Б2, 

≥30,0  

для В2 

Iобр = 2 мкА 

Постоянный об-

ратный ток, мкА 
Iобр.

 
≤2,0 

Uобр  = 75 В (для 

А2), 50 В (для Б2), 

30 В (для В2) 

Постоянное пря-
мое напряжение, В Uпр ≤1,0 

Iпр=50 мА 

Импульсное пря-
мое напряжение, 

В Uпр.и ≤5,0 

Iпр.и=2 А,  

Iпр.ср= 30 мА,  

τи = 10 мкс 

Установившееся 

прямое напряже-

ние, В Uпр.уст ≤2,0 

Iпр.и=2 А, 

Iпр.ср=30 мА,  

τи = 10 мкс 

Прямое напряже-

ние короткого 

замыкания, В Uпр.к.з ≤2,0 

Iм = 0,2 А 

Обратный ток 

холостого хода, 
мкА Iобр.х.х. ≤5,0 

Uобр = 75 В (для 

А2), 50 В (для Б2), 

30 В (для В2) 

Общая емкость, 
пФ Сд ≤20,0 

Uобр = 5 В 

Время обратного 
восстановления, 

мкс 
tвос.обр ≤0,4 

Iвос = 5 мА, 

Uобр = 20 В, 

Iпр.и = 0,2 А, 

R∑ = 600 Ом 

Время прямого 

восстановления, 

мкс tвос.пр ≤1,0 

Iпр.и=2 А, 

Iпр.ср=30 мА,  

τи = 10 мс 

Пробивное на-

пряжение, В 

Uпроб 

≥100,0  

для А2, 

≥75,0  

для Б2 и 

В2 

Iобр=50 мкА 

 



 

ДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ 

Кремниевые диодные матрицы полупроводниковые 
2ДС627А/ББ 

2ДС627А/ББ «ОСМ» 

АЕЯР.432120.515 ТУ, РД В 22.02.218 (для 

«ОСМ») 
 

Особенности 

- в керамикополимерном корпусе 401.16-3 

БЧО.487.005 ТУ. 
 

Применение 

- предназначены для работы в аппаратуре спе-

циального назначения 
 

Предельно допустимые значения парамет-

ров  

 
Наименование 

параметра,  
единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

Норма не 

более 

Максимально допустимое 
постоянное обратное напря-

жение, В Uобр.макс 50 

Максимально допустимое 

повторяющееся импульсное 

обратное напряжение (при 

τи≤2 мкс и Q≥10), В Uобр.и.макс 60 

Максимально допустимое 

неповторяющееся импульсное 

обратное напряжение, В Uобр.и.нп 70 

Суммарный максимально до-
пустимый средний прямой ток 

через все диоды или любой 

одиночный диод, А Iпр.ср.макс  

при температуре окру-
жающей среды от минус 

60 до 50°С  0,2 

при температуре окру-

жающей среды 125°С  0,08 

Максимально допустимый 

действующий прямой ток для 
каждого диода, А Iпр.д.макс  

при температуре окру-

жающей среды от минус 

60 до 50°С  0,2 
при температуре окру-

жающей среды 125°С  0,08 

Суммарный максимально до-

пустимый импульсный пря-

мой ток при длительности 

импульса не более 10 мкс без 
превышения Iпр.ср.макс через 

любое число диодов ДМП или 

любой одиночный диод, А Iпр.и.макс  

при температуре окру-
жающей среды от минус 

60 до 50°С  1,5 

при температуре окру-

жающей среды 125°С  0,75 

Максимально допустимый 

ударный прямой ток для каж-

дого диода, А (при температу-

ре окружающей среды 

25±10ºС) 
(при τи≤10 мкс и Q=50) Iпр.уд.макс 2,5 

Максимально допустимая 

температура перехода, С Tj 155 
 

Габаритный чертеж 

 

 

 
Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование пара-

метра, единица измере-

ния 

Буквен-

ное 

обозна-
чение 

Норма  Режим измерения 

Постоянный обратный 
ток и его стабильность 
для каждого диода, мкА Iобр ≤2 

Uобр=50 В 

Постоянное прямое 

напряжение для каждо-

го диода, В Uпр 

≥0,85 

≤1,15 

Iпр=200 мА 

Время обратного вос-

становления ДМП каж-

дого диода, нс 
tвос ≤40 

Iпр.и =200 мА, 

Uобр.и=20 В, 

dIпр.и/dt = 
25А/мкс 

Общая емкость каждо-
го диода при нулевом 

смещении, пФ 
Сд ≤5 

 

Импульсное прямое 

напряжение для каждо-

го диода, В Uпр.и ≤4 

τи= 10 мкс, 

Q=500 

Дифференциальное 

сопротивление каждого 
диода в открытом со-

стоянии, Ом rД ≤10 

Iпр =100 мА 

Тепловое сопротивле-

ние переход-корпус 

каждого диода, °С/Вт RТ ≤200 

 

 



 

ДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ 

Кремниевые диодные матрицы полупроводниковые 2ДС627А1/ББ 

АЕЯР.432120.515ТУ 
 

Особенности 

- в металлокерамическом корпусе 4106.16 

УФО.487.005 ТУ. 
 

Применение 

- предназначены для работы в аппаратуре спе-

циального назначения 
 

Предельно допустимые значения парамет-

ров  

 
Наименование 

параметра,  

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

Норма не 

более 

Максимально допустимое 
постоянное обратное напря-

жение, В Uобр.макс 50 

Максимально допустимое 

повторяющееся импульсное 

обратное напряжение (при 

τи≤2 мкс и Q≥10), В Uобр.и.макс 60 

Максимально допустимое 

неповторяющееся импульсное 
обратное напряжение, В Uобр.и.нп 70 

Суммарный максимально до-
пустимый средний прямой ток 

через все диоды или любой 

одиночный диод, А Iпр.ср.макс  

при температуре окру-
жающей среды от минус 

60 до 50°С  0,2 

при температуре окру-

жающей среды 125°С  0,08 

Максимально допустимый 

действующий прямой ток для 

каждого диода, А Iпр.д.макс  

при температуре окру-

жающей среды от минус 

60 до 50°С  0,2 
при температуре окру-

жающей среды 125°С  0,08 

Суммарный максимально до-

пустимый импульсный пря-

мой ток при длительности 

импульса не более 10 мкс без 
превышения Iпр.ср.макс через 

любое число диодов ДМП или 

любой одиночный диод, А Iпр.и.макс  

при температуре окру-
жающей среды от минус 

60 до 50°С  1,5 

при температуре окру-

жающей среды 125°С  0,75 

Максимально допустимый 

ударный прямой ток для каж-
дого диода, А (при температу-

ре окружающей среды 

25±10ºС) 
(при τи≤10 мкс и Q=50) Iпр.уд.макс 2,5 

Максимально допустимая 

температура перехода, С Tj 155 
 

Габаритный чертеж 

 

 
Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование пара-

метра, единица измере-

ния 

Буквен-

ное обо-

значение 

Норма  Режим измерения 

Постоянный обратный 
ток и его стабильность 
для каждого диода, мкА Iобр ≤2 

Uобр =50 В 

Постоянное прямое 

напряжение для каждо-

го диода, В Uпр 

≥0,85 

≤1,15 

Iпр=200 мА 

Время обратного вос-

становления ДМП каж-

дого диода, нс 
tвос ≤40 

Iпр.и=200 мА, 

Uобр.и=20 В, 

dIпр.и/dt = 
25А/мкс 

Общая емкость каждо-
го диода при нулевом 

смещении, пФ 
Сд ≤5 

 

Импульсное прямое 

напряжение для каждо-

го диода, В Uпр.и ≤4 

τи= 10 мкс, 

Q=500 

Дифференциальное 

сопротивление каждого 

диода в открытом со-
стоянии, Ом rД ≤10 

Iпр =100 мА 

Тепловое сопротивле-
ние переход-корпус 

каждого диода, °С/Вт RТ ≤200 

 

 



 

ДИОДЫ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные диоды  

(в пластмассовом корпусе) 

2Д237А/ББ, 2Д237А2/ББ; 

2Д237А/ББ «ОСМ», 2Д237А2/ББ «ОСМ» 

2Д237Б/ББ, 2Д237Б2/ББ; 

 2Д237Б/ББ «ОСМ», 2Д237Б2/ББ«ОСМ» 

 

АЕЯР.432120.437 ТУ;  

ПО.070.052, РД В 22.02.218 (для «ОСМ») 
 

Особенности 

- тип корпуса КД-14А. 

Применение 

- предназначены для работы в выпрямительных уст-

ройствах источников вторичного электропитания в 

аппаратуре специального назначения. 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование 

параметра,  

единица измерения 

Буквенное 

обозначе-

ние 

Норма 

2
Д

2
3
7
А

/Б
Б

, 

2
Д

2
3
7
А

2
/Б

Б
; 

2
Д

2
3
7
А

/Б
Б

, 

2
Д

2
3
7
А

2
/Б

Б
  

«
О

С
М

»
 

2
Д

2
3
7
Б

/Б
Б

, 

2
Д

2
3
7
Б

2
/Б

Б
; 

2
Д

2
3
7
Б

/Б
Б

 ,
 

2
Д

2
3
7
Б

2
/Б

Б
 

«
О

С
М

»
 

Максимально допустимое по-
стоянное обратное напряжение 

диода, В  

при температуре окружающей 

среды: от минус 60 до 125°С 
при 155°С Uобр.мах 

100 

50 

200 

100 
Максимально допустимое им-
пульсное обратное напряжение 

диода, В  

при температуре окружающей 

среды: от минус 60 до 125°С 
при 155°С Uобр.и.мах 

100 

50 

200 

100 
Максимально допустимый по-
стоянный прямой (средний вы-

прямленный) ток диода, А, при 

температуре окружающей сре-

ды: 
от минус 60 до 70°С 

при 100°С 

при 155°С 

Iпр.мах 

Iвп.ср.мах 

1 

0,5 

0,1 

1 

0,5 

0,1 
Максимально допустимый по-

вторяющийся импульсный пря-

мой ток выпрямительного дио-
да, А Iпр.и.п.мах 3 Iвп.ср.мах 
Максимально допустимый не-
повторяющийся импульсный 

прямой ток выпрямительного 

диода, А, при температуре ок-

ружающей среды: 
от минус 60 до 100°С 

при 155°С Iпр.и.нп.мах 

30 

15 

30 

15 
Максимально допустимая сред-

няя рассеиваемая мощность 

диода, Вт 

при температуре окружающей 
среды: от минус 60 до 70ºС 

при 100°С 

при 155°С Рмах 

1,35 

0,85 

0,15 

1,35 

0,85 

0,15 
Предельно допустимое значе-

ние частоты диода при выпрям-
лении напряжения синусои-

дальной формы или формы 

меандра с длительностью фрон-

та переключения не менее 0,1 
мкс и активной нагрузке, кГц fmах 300 300 

 

 

Габаритный чертеж 

 

 

Принципиальная схема 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное обо-

значе-

ние 

Нор-

ма не 

более 

Режим измере-

ния 

Постоянный 

обратный ток 

диода, мкА 

Iобр 5 

Uобр=100 В для 

группы А, 

Uобр=200 В для 

группы Б 

Постоянное 

прямое напря-

жение диода, В Uпр 1,3 

Iпр=1 А 

Время обратно-

го восстанов-

ления диода, нс tвос.обр 50 

Iпр.и =1 А;   

Uобр.и=20 В, 

Iобр.отсч =0,5 А 
 

 



 

ДИОДЫ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные 

диоды (в керамикополимерном  корпусе) 

2Д237А1/ББ; 2Д237А1/ББ «ОСМ» 

2Д237Б1/ББ; 2Д237Б1/ББ «ОСМ» 

АЕЯР.432120.437 ТУ; РД В 22.02.218 (для «ОСМ») 
 

Особенности 

- тип корпуса КД-14А. 

Применение 

- предназначены для работы в выпрямительных уст-

ройствах источников вторичного электропитания в 

аппаратуре специального назначения. 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование 

параметра,  

единица измерения 

Буквенное 

обозначе-

ние 

Норма 

2
Д

2
3
7
А

1
/Б

Б
, 

2
Д

2
3
7
А

1
/Б

Б
 

«
О

С
М

»
 

2
Д

2
3
7
Б

1
/Б

Б
, 

2
Д

2
3
7
Б

1
/Б

Б
 

«
О

С
М

»
 

Максимально допустимое по-

стоянное обратное напряжение 

диода, В  

при температуре окружающей 

среды: от минус 60 до 125°С 

при 155°С Uобр.мах 

100 

50 

200 

100 

Максимально допустимое им-

пульсное обратное напряжение 

диода, В  

при температуре окружающей 

среды: от минус 60 до 125°С 

при 155°С Uобр.и.мах 

100 

50 

200 

100 

Максимально допустимый по-

стоянный прямой (средний вы-

прямленный) ток диода, А, при 

температуре окружающей сре-

ды: 

от минус 60 до 70°С 

при 100°С 

при 155°С 

Iпр.мах 

Iвп.ср.мах 

1 

0,5 

0,1 

1 

0,5 

0,1 

Максимально допустимый по-

вторяющийся импульсный 

прямой ток выпрямительного 

диода, А Iпр.и.п.мах 3 Iвп.ср.мах 

Максимально допустимый не-

повторяющийся импульсный 

прямой ток выпрямительного 

диода, А, при температуре ок-

ружающей среды: 

от минус 60 до 100°С 

при 155°С Iпр.и.нп.мах 

30 

15 

30 

15 

Максимально допустимая 

средняя рассеиваемая мощ-

ность диода, Вт 

при температуре окружающей 

среды: от минус 60 до 70ºС 

при 100°С 

при 155°С Рмах 

1,35 

0,85 

0,15 

1,35 

0,85 

0,15 

Предельно допустимое значе-

ние частоты диода при вы-

прямлении напряжения сину-

соидальной формы или формы 

меандра с длительностью 

фронта переключения не менее 

0,1 мкс и активной нагрузке, 

кГц fmах 300 300 
 

Габаритный чертеж 

 

 
 

Принципиальная схема 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное обо-

значе-

ние 

Нор-

ма не 

более 

Режим измере-

ния 

Постоянный 

обратный ток 

диода, мкА 

Iобр 5 

Uобр=100 В для 

группы А1, 

Uобр=200 В для 

группы Б1 

Постоянное 

прямое напря-

жение диода, В Uпр 1,3 

Iпр=1 А 

Время обратно-

го восстанов-

ления диода, нс tвос.обр 50 

Iпр.и =1 А; 

Uобр.и=20 В, 

Iобр.отсч =0,5 А 
 



 

ДИОДЫ 

Кремниевые эпитаксиально - 

планарные диоды  2Д102 
2Д102А1/ББ, 2Д102А2/ББ, 2Д102А1/ББ «ОСМ», 2Д102А2/ББ «ОСМ» 

2Д102Б1/ББ, 2Д102Б2/ББ, 2Д102Б1/ББ «ОСМ», 2Д102Б2/ББ «ОСМ» 

АЕЯР.432120.444 ТУ; ПО.070.052 (для «ОСМ») 

 

Особенности 

- тип корпуса КД-30. 

 

Применение 

- аппаратура специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица изме-

рения 

Буквен-

ное обо-

значение 

Норма 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

2
Д

1
0
2
А

1
, 
2
Д

1
0
2
А

2
, 

2
Д

1
0
2
А

1
/Б

Б
 «

О
С

М
»
, 

2
Д

1
0
2
А

2
/Б

Б
 «

О
С

М
»
 

2
Д

1
0
2
Б

1
, 
2
Д

1
0
2
Б

2
, 

2
Д

1
0
2
Б

1
/Б

Б
 «

О
С

М
»
, 

2
Д

1
0
2
Б

2
/Б

Б
 «

О
С

М
»
 

Максимально допустимое 

постоянное обратное на-

пряжение диода для всего 

диапазона рабочих темпе-

ратур, В  Uобр.мах 250 300 

1 

Максимально допустимый 

средний  выпрямленный 

ток (или максимально до-

пустимый средний прямой 

ток, или максимально до-

пустимый постоянный 

прямой ток) при темпера-

туре от минус 60 до 50 ºС, 

мА 

Iвп.ср.мах 

Iпр.ср.мах 

Iпр.мах 100 100 

2 

при температуре 125 ºС, 

мА 

Iвп.ср.мах 

Iпр.ср.мах 

Iпр.мах 30 30 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток 

(при длительности им-

пульса 10 мкс и среднем 

значении постоянного 

прямого тока  30 мА) для 

всего диапазона рабочих 

температур, А  Iпр.и.мах 0,5 0,5 

1 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток 

(при длительности им-

пульса 10 мкс и среднем 

значении постоянного 

прямого тока  30 мА) при 

температуре от минус 60 

до 90 ºС, А Iпр.и.мах 2 2 

3 

Примечания  

1. Для всего диапазона рабочих температур. 

2. В диапазоне температур от 50 до 125 ºС допустимая 

величина тока уменьшается линейно. 

3. В диапазоне температур от минус 60 до 90 ºС. 
 

Габаритный чертеж  

 

 
 

Принципиальная схема 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное обо-

значе-

ние 

Норма не 

более 

Режим измере-

ния 

2
Д

1
0
2
А

1
, 
2
Д

1
0
2
А

2
, 

2
Д

1
0
2
А

1
/Б

Б
 «

О
С

М
»
, 

2
Д

1
0
2
А

2
/Б

Б
 «

О
С

М
»
 

2
Д

1
0
2
Б

1
, 
2

Д
1
0
2
Б

2
, 

2
Д

1
0
2
Б

1
/Б

Б
 «

О
С

М
»
, 

2
Д

1
0
2
Б

2
/Б

Б
 «

О
С

М
»
 

Постоянный 

обратный ток 

диода, мкА 

Iобр 0,1 1,0 

Uобр=250 В для 

группы А, 

Uобр=300 В для 

группы Б 

Постоянное 

прямое на-

пряжение 

диода, В Uпр 1,0 1,0 

Iпр=50 мА 

 

 



 

ДИОДЫ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные 

диоды типа 2Д103 

2Д103А/ББ; 2Д103А/ББ «ОСМ» 

2Д103А1/ББ; 2Д103А1/ББ «ОСМ» 

АЕЯР.432120.511 ТУ; РД В 22.02.218 (для 

«ОСМ») 
 

Особенности 

- тип корпуса КД-30. 
 

Применение 

- аппаратура специального назначения. 
 

Предельно допустимые значения параметров  

Наименование параметра, еди-

ница измерения 

 (режим измерения) 

Буквен-

ное обо-

значение 

Нор

ма,  

не 

бо-

лее 

П
р
и

м
еч

а-

н
и

е 

1. Максимально допустимое 

постоянное обратное напряже-

ние диода, В, при Θокр от минус 

60 до 125°С Uобр.мах 75 

 

2. Максимально допустимое 

импульсное обратное напряже-

ние диода, В, через 20 мкс после 

окончания импульса прямого 

тока, при Θокр. от минус 60 до 

125ºС Uобр.и.мах 75 

 

3. Максимально допустимое 

импульсное обратное напряже-

ние диода, В, при длительности 

импульса 10 мкс через 10 мкс 

после окончания импульса пря-

мого тока согласно п.7 таблицы Uобр.и.мах 100 

 

4. Максимально допустимый 

постоянный прямой ток диода, 

мА,    

1 

при Θокр от минус 60 до 50ºС  100 

при Θокр = 125ºС Iпр.мах 30 

5. Максимально допустимый 

средний выпрямленный ток 

диода, мА,   

1 

при Θокр  от минус 60 до 

50ºС  100 

при Θокр = 125ºС Iвп.ср.мах 30 

6. Максимально допустимый 

средний прямой ток диода, мА, 

 

  

1 

приΘокр от минус 60 до 

50ºС  100 

при Θокр = 125ºС Iпр.ср.мах 30 

7. Максимально допустимый 

импульсный прямой ток диода, 

А, при длительности импульса 

10 мкс   

2 

- при среднем прямом токе 

30 мА и Θокр от минус 60 до 

125ºС  2 

- при среднем прямом токе 

60 мА и Θокр от минус 60 до 

90ºС Iпр.и.мах 1 

Примечания  

1. В диапазоне температур от 50 до 125ºС допустимое 

значение тока уменьшается линейно. 

2. Применение диодов в режиме среднего прямого тока 

60 мА при температуре выше 90 ºС не допускается. 
 

Габаритный чертеж  

 

 
 

Принципиальная схема 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное обо-

значение 

Норма не 

более 

Режим измере-

ния 

Постоянное 

прямое напря-

жение диода, В Uпр 1,0 

Iпр=50 мА 

Постоянный 

обратный ток 

диода, мкА  Iобр 1,0 

Uобр=75 В 

Установившее-

ся прямое на-

пряжение дио-

да, В Uуст 

1,5 

Iпр.и =0,5 А 

2,5 
Iпр.и =2 А 

Импульсное 

прямое напря-

жение диода, В 

Uпр.и 

5 

Iпр.и =2 А,  

τи=10 мкс 

5 

Iпр.и =0,5 А,  

τи =10 мкс 

Общая емкость 

диода, пФ 
Сд 20 

Uобр =5 В 

Время обратно-

го восстанов-

ления диода, 

мкс tвос.обр 4 

Uобр =20 В,  

Iпр.и =0,05 А 

Время прямого 

восстановления 

диода, мкс tвос.пр 1 

Iпр.и = 2А 

 

 



 

ДИОДЫ 

Кремниевые выпрямительные диоды 

типа 2Д104 
2Д104А/ББ, 2Д104А1/ББ 

 

АЕЯР.432120.673 ТУ  

 

Особенности 

- тип корпуса КД-30. 

 

Применение 

- аппаратура специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование па-

раметра, режим из-

мерения, единица 

измерения 

Буквенное 

обозначе-

ние пара-

метра 

Предельно до-

пустимая норма 

параметра 
П

р
и

м
еч

ан
и

е 
не ме-

нее 

не 

более 

Максимально до-

пустимое постоян-

ное (или импульс-

ное) обратное на-

пряжение, В 

Uобр.макс 

(Uобр.и.макс) – 300,0 

 

Максимально до-

пустимое импульс-

ное неповторяю-

щееся обратное на-

пряжение, В Uобр.и.нп.макс – 400,0 

 

Максимально до-

пустимый постоян-

ный прямой (или 

средний выпрям-

ленный) ток, мА 

Iпр.макс 

(Iвп.ср.макс) – 50,0 

1 

Максимально до-

пустимый импульс-

ный прямой ток 

(при длительности 

импульса не более 

1 с и при среднем 

значении постоян-

ного прямого тока 

50 мА), А Iпр.и.макс – 1,0 

 

Ток перегрузки 

(ударный ток), А Iпрг – 0,5 

 

Максимально до-

пустимая рассеи-

ваемая мощность, 

Вт Р – 0,1 

 

Предельно допус-

тимое значение час-

тоты, кГц f – 20,0 

1 

Примечание  –  Предельная частота выпрямления дио-

да 20 кГц. В диапазоне частот от 10 до 20 кГц допусти-

мое значение выпрямленного тока уменьшается линейно 

до 5 мА. 
 

Габаритный чертеж 

 

 
 

Принципиальная схема 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, еди-

ница измерения 

Буквенное 

обозначе-

ние пара-

метра 

Норма 

параметра 

Режим изме-

рения 

н
е 

м
ен

ее
 

н
е 

б
о
л
ее

 

Постоянный 

обратный ток, 

мкА Iобр – 3,0 

Uобр=300 В 

Постоянное 

прямое напря-

жение, В Uпр – 1,0 

Iпр=10 мА 

Импульсное 

прямое напря-

жение, В Uпр.и – 5,0 

Iпр.и=1 А, 

 τи = 10 мкс 

Время обратно-

го восстановле-

ния, мкс 

tвос.обр. – 2,5 

Iпр.и=10 мА, 

Uобр.и=20 В 

при уровне 

отсчета об-

ратного тока 

1 мА 

Общая емкость 

при нулевом 

смещении, пФ СД – 50,0 

 

Тепловое со-

противление 

переход - окру-

жающая среда 

(переход - кор-

пус), град/Вт 

RQпер-окр 

(RQпер-кор) – 400 

 

 



 

ДИОДЫ 

Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный  

полупроводниковый диод 
2Д510А/ББ 

АЕЯР.432120.239 ТУ  

 

Особенности 

 

- металлостеклянный корпус КД-3 

 

Применение 

 

- предназначен для работы в аппаратуре воен-

ного назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не бо-

лее 

Максимально допустимое 

постоянное обратное 

напржение, В Uобр.max 50,0 

Максимально допустимое 

импульсное обратное на-

пряжение диода при дли-

тельности импульса не бо-

лее 2 мкс и скважности не 

менее 10, В Uобр.и.max 70,0 

Максимально допустимый 

средний прямой ток, мА: 

- при температуре окру-

жающей среды от минус 60 

до 50 С; Iпр.ср.max 200,0 

при температуре окружаю-

щей среды 125 С Iпр.ср.max 100,0 

Максимально допустимый 

постоянный прямой ток, мА: 

- при температуре окру-

жающей среды от минус 60 

до 50 С; Iпр.max 200,0 

- при температуре окру-

жающей среды 125 С Iпр.max 100,0 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток при 

длительности импульса не 

более 10 мкс без превыше-

ния Iпр.ср.max, мА:  

 

- при температуре от минус 

60 до 50 С; Iпр.и.max 1500,0 

- при температуре 125 С Iпр.и.max 500,0 

Ток перегрузки (ударный 

ток), А: 

- при длительности импуль-

са не более 10 мкс и скваж-

ности импульсов не менее 

50; Iуд 2,0 

- при температуре окру-

жающей среды 25 
о
С Iуд 2,0 

Температура перехода, С Tj 150 
 

 

Габаритный чертеж 

 

 
Принципиальная схема 

 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, еди-

ница измерения 

Буквен-

ное обо-

значение 

Норма 

не 

более 

Режим измерения 

Постоянный об-

ратный ток, мкА Iобр 5,0 

Uобр =50 В 

Постоянное 

прямое напря-

жение, В Uпр 1,1 

Iпр =200 мА 

Заряд восста-

новлени диода, 

пКл Qвос 400,0 

при переключе-

нии с Iпр=50 мА 

на Uобр.и =10 В 

Время обратного 

восстановления 

диода, нс 

tвос.обр 4,0 

при переключе-

нии с Iпр=10 мА 

на Uобр.и=10 В 

при уровне об-

ратного тока 

2 мА 

Общая емкость 

диода при нуле-

вом смещении, 

пФ Сд 4,0 

 

Импульсное 

прямое напря-

жение, В Uпр.и 5,0 

Iпр.и=2А 

Дифференци-

альное сопро-

тивление диода в 

открытом со-

стоянии, Ом rд 5,0 

Iпр=100 мА 

Тепловое сопро-

тивление кри-

сталл-корпус 

диода, град/Вт RТ 200,0 

 

 

 

+ - 



 

ДИОДЫ 

Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный  

диод 
ОС2Д510А/ББ 

АЕЯР.432120.602 ТУ 

 

Особенности 

 

- металлостеклянный корпус КД-3 

 

Применение 

 

- предназначен для работы в импульсных схе-

мах аппаратуры специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не бо-

лее 

Максимально допустимое 

постоянное обратное на-

пряжение, В Uобр.макс 50,0 

Максимально допустимое 

импульсное обратное на-

пряжение диода при дли-

тельности импульса не бо-

лее 2 мкс и скважности не 

менее 10, В Uобр.и. макс 70,0 

Максимально допустимый 

средний прямой ток, мА: 

- при температуре окру-

жающей среды от минус 60 

до 50 С; Iпр.ср. макс 200,0 

при температуре окружаю-

щей среды 125 С Iпр.ср. макс 100,0 

Максимально допустимый 

постоянный прямой ток, мА: 

- при температуре окру-

жающей среды от минус 60 

до 50 С; Iпр. макс 200,0 

- при температуре окру-

жающей среды 125 С Iпр. макс 100,0 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток при 

длительности импульса не 

более 10 мкс без превышения 

Iпр.ср.макс, мА:  

 

- при температуре от минус 

60 до 50 С; Iпр.и. макс 1500,0 

- при температуре 125 С Iпр.и. макс 500,0 

Ток перегрузки (ударный 

ток), А: 

- при длительности импуль-

са не более 10 мкс и скваж-

ности импульсов не менее 

50; Iуд 2,0 

- при температуре окру-

жающей среды 25 
о
С Iуд 20 

Температура перехода, С Tj 150 
 

 

Габаритный чертеж 

 

 

 
Принципиальная схема 

 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, еди-

ница измерения 

Буквен-

ное обо-

значение 

Норма 

не 

более 

Режим измерения 

Постоянный об-

ратный ток, мкА 

Iобр 5,0 Uобр =50 В 

Постоянное 

прямое напря-

жение, В 

Uпр 1,1 Iпр=200 мА 

Заряд восста-

новления диода, 

пКл 

Qвос 400,0 при переключе-

нии с Iпр=50 мА 

на Uобр.и =10 В 

Время обратного 

восстановления 

диода, нс 

tвос.обр 4,0 при переключе-

нии с Iпр=10 мА 

на Uобр.и=10 В 

при уровне об-

ратного тока 

2 мА 

Общая емкость 

диода при нуле-

вом смещении, 

пФ 

Сд 4,0  

Импульсное 

прямое напря-

жение, В 

Uпр.и 5,0 Iпр.и =2А 

Дифференци-

альное сопро-

тивление диода в 

открытом со-

стоянии, Ом 

rдиф 
5,0 Iпр =100 мА 

Тепловое сопро-

тивление кри-

сталл-корпус 

диода, град/Вт 

RQпер-кор 200,0  

 



 

ДИОДЫ 

Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный  

полупроводниковый диод 

2Д520А, 

2Д520А «ОС» 

аАО.339.163 ТУ, аАО.339.190 ТУ (для «ОС») 

 

Особенности 

 

- металлостеклянный корпус 

 

Применение 

 

- устройства специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма  

Максимально допустимое 

постоянное обратное на-

пряжение, В Uобр.мах 15 

Максимально допустимое 

импульсное обратное на-

пряжение, В Uобр.и.мах 25 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток, 

мА (τи ≤ 10 мкс, Q ≥ 2,5) Iпр.и.мах 50 

Максимально допустимый 

постоянный прямой ток, мА  Iпр.мах 20 
 

 

Габаритный чертеж 

 

 
 

Принципиальная схема 

 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не 

более 

Режим измере-

ния 

Импульсное 

прямое на-

пряжение, В Uпр.и 2 

Iпр.и = 20мА 

Постоянное 

прямое на-

пряжение, В Uпр 1 

Iпр = 20мА 

Постоянный 

обратный ток, 

мкА Iобр 1 

Uобр.max = 15 В 

Общая ем-

кость диода, 

пФ Cд 3 

Uобр = 5 В 

f = 1 10 мГц 

Заряд восста-

новления, пКл 

Qвос 100 

при переключе-

нии  

с Iпр =10мА,  

на Uобр.и =10 В 
 

 

 



 

ДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные импульсные  

диодные матрицы  

2ДС523А 

2ДС523Б 

2ДС523В 

2ДС523Г 
ТТ3.362.143 ТУ 
 

Особенности 

- пластмассовый корпус; 

- два (типы 2ДС523А, Б) и четыре (типы 

2ДС523В, Г) элемента с раздельными мину-

совыми и плюсовыми электродами 

Применение 

- устройства специального назначения 
 

Предельно допустимые значения пара-

метров  
 

Наименование 

параметра, единица измерения 

Буквен-

ное обо-

значе-

ние 

Нор

ма  

Максимально допустимое посто-

янное обратное напряжение лю-

бой формы и периодичности, В Uобр.мах 50 

Максимально допустимое им-

пульсное обратное напряжение 

(при τи ≤ 3 мкс и времени между 

бросками t ≥ 0,5 с), В  Uобр.и.мах 70 

Максимально допустимый по-

стоянный прямой ток через эле-

менты диодной матрицы (диапа-

зон Qокр от минус 60 до 85ºС), мА  Iпр.мах 20 

Максимально допустимый им-

пульсный прямой ток через эле-

менты диодной матрицы (диапа-

зон Qокр от минус 60 до 85ºС) 

tи ≤ 10 мкс; время между броска-

ми t ≥ 0,5 с;  

Iпр.ср ≤ 20 мА, мА  Iпр.и.мах 200 

Максимально допустимый сред-

ний прямой ток (диапазон Qокр от 

минус 60 до 85ºС), мА Iпр.ср.мах 20 
 

Габаритный чертеж,  

принципиальная схема 
 

2ДС523А, 2ДС523Б 
 

 
 

 

 

2ДС523В, 2ДС523Г 
 

 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Бук-

вен-

ное 

обо-

зна-

чение 

Норма не более Режим изме-

рения 

2
Д

С
5
2
3
А

 

2
Д

С
5
2
3

Б
 

2
Д

С
5
2
3
В

 

2
Д

С
5
2
3
Г

 

Постоянный 

обратный ток, 

мкА Iобр 5 5 5 5 

Uобр =50 В 

Постоянное 

прямое напря-

жение, В Uпр 1 1 1 1 

Iпр =20 мА 

Заряд восста-

новления, пКл Qвос 150 150 150 150 

Iпр =20 мА, 

Uобр.и =10 В 

Разность пря-

мых напряже-

ний между 

всеми элемен-

тами диодной 

матрицы,  мВ ΔUпр 5 20 10 20 

Iпр =0,05÷2 мА 

Общая емкость, 

пФ Сд 2 2 2 2 

Uобр=0,1 В 

Время обратно-

го восстанов-

ления, нс 

tвос.обр 4 4 4 4 

с Iпр=10 мА 

на 

Uобр.и=10 В, 

уровень от-

счета 

Iобр=2мА 

Примечание  – Все параметры, за исключением ΔUпр, приве-

дены для каждого элемента диодной  матрицы. 
 

 



 

ДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные импульс-

ные диодные матрицы  

2ДС523АМ, 2ДС523АМ «ОСМ» 

2ДС523БМ, 2ДС523БМ «ОСМ» 

2ДС523ВМ, 2ДС523ВМ «ОСМ» 

2ДС523ГМ, 2ДС523ГМ «ОСМ» 
ТТ3.362.143 ТУ Д1, ПО.070.052 (для «ОСМ») 

Особенности 

- пластмассовый корпус; 

- два (типы 2ДС523АМ, БМ) и четыре (типы 

2ДС523ВМ, ГМ) элемента с раздельными ми-

нусовыми и плюсовыми электродами, с инди-

видуальной стеклянной герметизацией каждого 

элемента. 

Применение 

- устройства специального назначения 

 

Предельно допустимые значения параметров  
 

Наименование 

параметра, единица измерения 

Буквен-

ное обо-

значение 

Нор

ма  

Максимально допустимое посто-

янное обратное напряжение лю-

бой формы и периодичности, В Uобр.мах 50 

Максимально допустимое им-

пульсное обратное напряжение 

(при τи ≤ 3 мкс и времени между 

бросками t ≥ 0,5 с), В  Uобр.и.мах 70 

Максимально допустимый по-

стоянный прямой ток через эле-

менты диодной матрицы (диапа-

зон Qокр от минус 60 до 85ºС), 

мА  Iпр.мах 20 

Максимально допустимый им-

пульсный прямой ток через эле-

менты диодной матрицы (диапа-

зон Qокр от минус 60 до 85ºС) 

tи ≤ 10 мкс; время между броска-

ми t ≥ 0,5 с;  

Iпр.ср ≤ 20 мА, мА  Iпр.и.мах 200 

Максимально допустимый сред-

ний прямой ток (диапазон Qокр от 

минус 60 до 85ºС), мА Iпр.ср.мах 20 
 

Габаритный чертеж,  

принципиальная схема 
 

2ДС523АМ, 2ДС523БМ 

 
 

 

 

2ДС523ВМ, 2ДС523ГМ 
 

 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Бук-

вен-

ное 

обо-

зна-

чение 

Норма не более Режим изме-

рения 

2
Д

С
5
2
3
А

М
, 

2
Д

С
5
2
3
А

М
 

«
О

С
М

»
 

2
Д

С
5
2
3
Б

М
, 

2
Д

С
5
2
3
Б

М
 

«
О

С
М

»
 

2
Д

С
5
2
3
В

М
, 

2
Д

С
5
2
3
В

М
 

«
О

С
М

»
 

2
Д

С
5
2
3
Г

М
, 

2
Д

С
5
2
3
Г

М
 

«
О

С
М

»
 

Постоянный 

обратный ток, 

мкА Iобр 5 5 5 5 

Uобр=50 В 

Постоянное 

прямое напря-

жение, В Uпр 1 1 1 1 

Iпр=20 мА 

Заряд восста-

новления, пКл Qвос 150 150 150 150 

Iпр=20 мА, 

Uобр.и=10 В 

Разность пря-

мых напряже-

ний между 

всеми элемен-

тами диодной 

матрицы,  мВ ΔUпр 5 20 10 20 

Iпр=0,05÷2 мА 

Общая емкость, 

пФ Сд 2,5 2,5 2,5 2,5 

Uобр=0,1 В 

Время обратно-

го восстанов-

ления, нс 

tвос.обр 4 4 4 4 

с Iпр =10 мА 

на 

Uобр.и=10 В, 

уровень от-

счета 

Iобр =2 мА 

Примечание  – Все параметры, за исключением ΔUпр, приве-

дены для каждого элемента диодной  матрицы. 
 

 



 

ДИОДНЫЕ МАТРИЦЫ 

Кремниевые эпитаксиально - планарные импульс-

ные диодные матрицы  

2ДС523АР, 2ДС523АР «ОС» 

2ДС523ВР, 2ДС523ВР «ОС» 

ТТ3.362.143 ТУ Д2, аАО.339.190 ТУ (для 

«ОС») 
 

Особенности 

- два (тип 2ДС523АР) и четыре (тип 

2ДС523ВР) диодных элемента (арматуры) с 

раздельными минусовыми и плюсовыми 

электродами 

- индивидуальная стеклянная герметизация 

каждого диодного элемента, поставляемых 

в спутнике-носителе 

- металлостеклянный корпус КД-1 
 

Применение 

- устройства специального назначения 
 

Предельно допустимые значения пара-

метров  
 

Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначе-

ние 

Нор-

ма  

Максимально допустимое 

постоянное обратное на-

пряжение любой формы и 

периодичности, В Uобр.мах 50 

Максимально допустимое 

импульсное обратное на-

пряжение (при τи ≤ 3 мкс и 

времени между бросками t ≥ 

0,5 с), В  Uобр.и.мах 70 

Максимально допустимый 

постоянный прямой ток 

через элементы диодной 

матрицы (диапазон Qокр от 

минус 60 до 85ºС), мА  Iпр.мах 20 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток 

через элементы диодной 

матрицы (диапазон Qокр от 

минус 60 до 85ºС) 

tи ≤ 10 мкс; время между 

бросками t ≥ 0,5 с;  

Iпр.ср ≤ 20 мА, мА  Iпр.и.мах 200 

Максимально допустимый 

средний прямой ток (диапа-

зон Qокр от минус 60 до 

85ºС), мА Iпр.ср.мах 20 
 

Габаритный чертеж,  

принципиальная схема 
 

 

2ДС523АР, 2ДС523АР «ОС» 
 

 
 

 
 

2ДС523ВР, 2ДС523ВР «ОС» 
 

 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование пара-

метра, единица изме-

рения 

Бук-

вен-

ное 

обо-

зна-

чение 

Норма не 

более 

Режим изме-

рения 

2
Д

С
5
2
3
А

Р
, 

2
Д

С
5
2

3
А

Р
 «

О
С

»
 

2
Д

С
5
2
3
В

Р
, 

2
Д

С
5
2
3
В

Р
 «

О
С

»
 

Постоянный обратный 

ток, мкА Iобр 5 5 

Uобр =50 В 

Постоянное прямое 

напряжение, В Uпр 1 1 

Iпр =20 мА 

Заряд восстановления, 

пКл Qвос 150 150 

Iпр =20 мА, 

Uобр.и =10 В 

Разность прямых на-

пряжений между всеми 

элементами диодной 

матрицы,  мВ ΔUпр 5 10 

Iпр =0,05÷2 мА 

Общая емкость, пФ Сд 2,5 2,5 Uобр=0,1 В 

Время обратного вос-

становления, нс 

tвос.обр 4 4 

с Iпр=10 мА на 

Uобр.и =10 В, 

уровень от-

счета 

Iобр=2 мА 

Примечание  – Все параметры, за исключением ΔUпр, 

приведены для каждого элемента диодной  матрицы. 
 



 

НАБОР ДИОДОВ 

Кремниевые эпитаксиально – планарные импульсные наборы дио-

дов типа 

2ДС807А 

2ДС807А «ОС» 

аАО.339.653 ТУ, АЕЯР.430204.190 ТУ (для 

«ОС») 

 

Особенности 

- состоят из четырех элементов с раздельными 

минусовыми и плюсовыми электродами в ме-

таллокерамическом микрокорпусе НО2.8-1В 

(2В) 

 

Применение 

- предназначены для работы в качестве пар дио-

дов с идентичными прямыми напряжениями в 

аппаратуре специального назначения 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица изме-

рения 

Буквенное обо-

значение 

Норма  

Максимально допустимое 

обратное импульсное на-

пряжение (любой формы и 

периодичности), В Uобр.и.мах 15 

Максимально допустимый 

прямой постоянный ток 

каждого диода, мА Iпр.мах 5 

Максимально допустимый 

прямой импульсный ток 

каждого диода, мА 

(скважность ≥3, длитель-

ность импульса ≤10 мкс) Iпр.и.мах 10 

 

Габаритный чертеж 
 

 

 

Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование па-

раметра, единица 

измерения 

Бук-

венное 

обозна-

чение 

Норма 

не 

более 

Режим изме-

рения 

Постоянное прямое 

напряжение каждого 

диода, В Uпр 0,95 

Iпр=5 мА 

Разность прямых 

напряжений между 

диодами №№ 1, 2 и 

№№ 3, 4, мВ Uпр 5 

Iпр=50 мкА, 

2 мА 

Постоянный обрат-

ный ток каждого 

диода, мкА Iобр 5 

Uобр=15 В 

Ток утечки между 

диодами, мкА Iут 5 

Uобр=15 В 

Емкость каждого 

диода, пФ Сд 2,5 

Uобр=0,1 В 

Заряд восстановле-

ния каждого диода, 

пКл Qвоc 100 

Iпр=10мА, 

Uобр=10 В 

Время обратного 

восстановления ка-

ждого диода, нс tвос.обр 4 

Iпр=10мА, 

Uобр=10 В 

Амплитуда разност-

ного напряжения 

между диодами №№ 

1, 2 и №№ 3, 4 в 

импульсном режи-

ме, мВ Udi 5 

 

 

 



 

ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВЫЕ 

Фосфид-арсенид-галлиевые красного цвета свечения индикаторы 

цифровые типа 
3ЛС324А1 

аАО.339.103 ТУ Д1 

 

Особенности 

- общий катод 

- пластмассовый корпус типа КИ5-4 

- состоят из дискретных элементов, изготовлен-

ных по эпитаксиально-диффузионной техноло-

гии  

 

Применение 

- предназначены для визуальной индикации в 

аппаратуре специального назначения 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование параметра,  

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

Норма  

Максимально допустимое 

обратное напряжение любой 

формы и периодичности (пи-

ковое значение), В Uобр.и.мах 5 

Максимально допустимый 

постоянный прямой ток 

через элемент при темпера-

туре окружающей среды  

от минус 60 до 35ºС, мА 

при 70ºС, мА 

Iпр.мах 

Iпр.мах 

25 

7,5 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток 

через элемент, мА Iпр.и.мах 300 

Максимально допустимая 

рассеиваемая мощность при 

температуре окружающей 

среды  

от минус 60 до 35ºС, мВт 

при 70ºС, мВт 

Рмах 

Рмах 

800 

300 
 

Схема соединения электродов с выводами  
 

 
 

 Номер вывода Полярность 

1 Анод F  

2 Анод G 

4 Катод общий 

6 Анод Е 

7 Анод D 

8 Анод С  

9 Анод Н 

12 Катод общий 

13 Анод В 

14 Анод А 

Габаритный чертеж 
 

 
 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное обо-

значе-

ние 

Норма  Режим из-

мерения 
не 

менее 

не 

более 

Постоянное 

прямое напря-

жение на каж-

дом элементе, В Uпр  2,5 

Iпр = 20 мА 

Средняя сила 

света сегмента, 

мкд  срI  
0,15  

Iпр = 20 мА 

через эле-

мент 

Сила света точ-

ки   Iv 0,08  

Iпр = 20 мА 

Относительный 

разброс силы 

света между 

сегментами min

max

I

I
 

 3 

 

Коэффициент 

измерения силы 

света элемента    

 

при Θокр. = 70ºС  К1  3  

при Θокр. = -60ºС К2  6  

Цвет свечения 

 

красный 

(650-670 нм) 

 

 



 

ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВЫЕ 

Фосфид-арсенид-галлиевые красного цвета свечения индикаторы 

цифровые типа 
3ЛС324Б1 

аАО.339.103 ТУ Д1 

 

Особенности 

- общий анод 

- пластмассовый корпус типа КИ5-4 

- состоят из дискретных элементов, изготовлен-

ных по эпитаксиально-диффузионной техноло-

гии  

 

Применение 

- предназначены для визуальной индикации в 

аппаратуре специального назначения 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование параметра,  

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

Норма  

Максимально допустимое 

обратное напряжение любой 

формы и периодичности (пи-

ковое значение), В Uобр.и.мах 5 

Максимально допустимый 

постоянный прямой ток 

через элемент при темпера-

туре окружающей среды  

от минус 60 до 35ºС, мА 

при 70ºС, мА 

Iпр.мах 

Iпр.мах 

25 

7,5 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток 

через элемент, мА Iпр.и.мах 300 

Максимально допустимая 

рассеиваемая мощность при 

температуре окружающей 

среды  

от минус 60 до 35ºС, мВт 

при 70ºС, мВт 

Рмах 

Рмах 

800 

300 
 

Схема соединения электродов с выводами  
 

 
 

 Номер вывода Полярность 

1 Катод А 

2 Катод F 

3 Анод общий 

6 Катод H 

7 Катод E 

8 Катод D 

9 Анод общий 

10 Катод C 

11 Катод G 

13 Катод B 

14 Анод общий 

Габаритный чертеж 
 

 
 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 
 

Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное обо-

значение 

Норма  Режим из-

мерения 
не 

менее 

не 

более 

Постоянное 

прямое напря-

жение на каж-

дом элементе, В Uпр  2,5 

Iпр = 20 мА 

Средняя сила 

света сегмента, 

мкд  срI  
0,15  

Iпр = 20 мА 

через эле-

мент 

Сила света точ-

ки   Iv 0,08  

Iпр = 20 мА 

Относительный 

разброс силы 

света между 

сегментами min

max

I

I
 

 3 

 

Коэффициент 

измерения силы 

света элемента    

 

при Θокр. = 70ºС  К1  3  

при Θокр. = -60ºС К2  6  

Цвет свечения 

 

красный 

(650-670 нм) 

 

 

 



 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286  
286ЕП1ТББ 

286ЕП1ТББ «ОСМ» 

АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ»)  

 

Особенности 

- керамикополимерный корпус 4117.8-2 

ГОСТ 17467. 

 

Применение 

- предназначены для применения в радиоэлек-

тронной аппаратуре специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не бо-

лее 

Максимальное выходное 

напряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвых.max 68 

Максимальное входное на-

пряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвх.max -4 

Максимальный выходной 

ток, А Iвых.max 5 

Максимальный выходной 

ток, А Iвых.max - 

Максимальный входной ток 

в открытом состоянии, А Iвх.отк.max 1 

Максимальный входной ток 

в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 1 

Максимальная рассеиваемая 

с теплоотводом мощность в 

режиме постоянного тока 

при Uвых≤15 В при темпера-

туре от минус 60 до 25 ºС, 

Вт Ppac.пост.max 15 

Максимальная рассеиваемая 

без теплоотвода мощность 

при температуре от минус 

60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1 

Максимальное значение 

средней рассеиваемой с те-

плоотводом мощности в 

режиме переключения при 

температуре от минус 60 до 

25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 

Максимальная рассеиваемая 

в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 200 

Максимальная рассеиваемая 

в режиме однократных пе-

регрузок мощность при 

Uвых≤10В при температуре 

от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.A.max 40 

Максимальная рассеиваемая 

в режиме постоянного тока 

мощность при Uвых≤15В, Вт Ppac.пост.max - 

Максимальная частота в 

режиме переключения, кГц fmax 60 
 

Габаритный чертеж 

 

 
Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не 

более 

Режим измере-

ния 

Ток утечки на 

выходе, мА  Iут.вых 10 

Uвых=68 В 

Uвх= -1,5 В 

Остаточное 

напряжение, В 
Uост 1,5 

Iвх=1 А 

Iвых=5 А 

Входное на-

пряжение в 

открытом со-

стоянии, В   Uвх.отк 2,3 

Iвх =1 А 

Iвых=5 А 

Коэффициент 

усиления тока 
Кус.I 

от 10 

до 150 

Uвых=10 В 

Iвых= 5 А 

Время вклю-

чения, мкс  

tвкл 0,15 

Iвх=0,6 А 

Iвых=5А 

Uвых=30 В  

Время вы-

ключения, мкс 

tвыкл 0,42 

Iвх=0,6 А   

Iвых=5 А 

Uвых=30 В 

Остаточное 

напряжение 

при объеди-

ненных вхо-

дах и выхо-

дах, В Uост.об 3 

Iвх =1,5 А 

Iвых=10 А 

 

 



 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 
286ЕП2ТББ 

286ЕП2ТББ «ОСМ» 

АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ»)  

 

Особенности 

- керамикополимерный корпус 4117.6-3 

ГОСТ 17467. 

Применение 

- предназначены для применения в радиоэлек-

тронной аппаратуре специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не бо-

лее 

Максимальное выходное 

напряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвых.max 68 

Максимальное входное на-

пряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвх.max -4 

Максимальный выходной 

ток, А Iвых.max 5 

Максимальный выходной 

ток, А Iвых.max 1 

Максимальный входной ток 

в открытом состоянии, А Iвх.отк.max 0,025 

Максимальный входной ток 

в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 0,025 

Максимальная рассеиваемая 

с теплоотводом мощность в 

режиме постоянного тока 

при Uвых≤15 В при темпера-

туре от минус 60 до 25 ºС, 

Вт Ppac.пост.max 15 

Максимальная рассеиваемая 

без теплоотвода мощность 

при температуре от минус 

60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1 

Максимальное значение 

средней рассеиваемой с те-

плоотводом мощности в 

режиме переключения при 

температуре от минус 60 до 

25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 

Максимальная рассеиваемая 

в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 200 

Максимальная рассеиваемая 

в режиме однократных пе-

регрузок мощность при 

Uвых≤10В при температуре 

от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac. A.max 40 

Максимальная рассеиваемая 

в режиме постоянного тока 

мощность при Uвых≤15В, Вт Ppac.пост.max 2,5 

Максимальная частота в 

режиме переключения, кГц fmax 60 
 

Габаритный чертеж 

 

 
Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не 

более 

Режим измере-

ния 

Ток утечки на 

выходе, мА  Iут.вых 20 

Uвых=68 В 

Uвх= -1,5 В 

Остаточное 

напряжение, В 
Uост 3,5 

Iвх=0,01 А 

Iвых=5 А 

Входное на-

пряжение в 

открытом со-

стоянии, В   Uвх.отк 4,5 

Iвх=0,01 А 

Iвых=5 А 

Коэффициент 

усиления тока 

Кус.I 

Не 

менее 

2000 

Uвых=10 В 

Iвых= 5 А 

Время вклю-

чения, мкс  

tвкл 0,4 

Iвх =0,01 А 

Iвых=5 А 

Uвых=30 В 

Время вы-

ключения, мкс 

tвыкл 2,4 

Iвх=0,01 А 

Iвых=5 А 

Uвых=30 В 
 



 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 
286ЕП3ТББ 

286ЕП3ТББ «ОСМ» 

АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ»)  

 

Особенности 

- керамикополимерный корпус 4117.6-2 

ГОСТ 17467. 

 

Применение 

- предназначены для применения в радиоэлек-

тронной аппаратуре специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

Максимальное выходное 

напряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвых.max 100 

Максимальное входное на-

пряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвх.max -5 

Максимальный выходной 

ток, А Iвых.max 5 

Максимальный входной ток 

в открытом состоянии, А Iвх.откmax 1,50 

Максимальный входной ток 

в режиме рассасывания, А Iвх. pac.max 1,50 

Максимальная рассеиваемая 

с теплоотводом мощность в 

режиме постоянного тока 

при Uвых≤15 В при темпера-

туре от минус 60 до 25 ºС, 

Вт Ppac.пост.max 15 

Максимальная рассеиваемая 

мощность без теплоотвода 

при температуре от минус 

60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 

Максимальная средняя рас-

сеиваемая с теплоотводом 

мощность в режиме пере-

ключения при температуре 

от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 

Максимальная рассеиваемая 

в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 300 

Максимальная рассеиваемая 

мощность в режиме  одно-

кратных перегрузок при 

Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 40 
 

Габаритный чертеж 

 

 
Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не 

более 

Режим измере-

ния 

Ток утечки на 

выходе, мА  Iут.вых 10 

Uвых =100 В  

Uвх = -1,5 В 

Остаточное 

напряжение, В 
Uост 1,0 

Iвх =1 А 

Iвых=5 А 

Входное на-

пряжение в 

открытом со-

стоянии, В Uвх.отк 1,8 

Iвх=1 А  

Iвых=5 А 

Коэффициент 

усиления тока 
Кус.I 

от 10 

до 200 

Uвых=10 В 

Iвых= 5 А 

Время вклю-

чения, мкс  

tвкл 0,1 

Iвх=1 А 

Iвых=5 А 

Uвых=30 В 

Время вы-

ключения, мкс 

tвыкл 0,42 

Iвх=1 А 

Iвых=5 А 

Uвых=30 В 
 

 



 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 
286ЕП4ТББ 

286ЕП4ТББ «ОСМ» 

АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ»)  

 

Особенности 

- керамикополимерный корпус 4117.6-2 

ГОСТ 17467. 

 

Применение 

- предназначены для применения в радиоэлек-

тронной аппаратуре специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

Максимальное выходное 

напряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвых.max 100 

Максимальное входное на-

пряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвх max -10 

Максимальный выходной 

ток, А Iвых.max 5 

Максимальный входной ток 

в открытом состоянии, А Iвх.отк max 0,05 

Максимальный входной ток 

в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 0,05 

Максимальная рассеиваемая 

с теплоотводом мощность в 

режиме постоянного тока 

при Uвых≤15 В при темпера-

туре от минус 60 до 25 ºС, 

Вт Ppac.пост.max 15 

Максимальная рассеиваемая 

мощность без теплоотвода 

при температуре от минус 

60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 

Максимальная средняя рас-

сеиваемая с теплоотводом 

мощность в режиме пере-

ключения при температуре 

от минус 60  до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 12,5 

Максимальная рассеиваемая 

в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 300 

Максимальная рассеиваемая 

мощность в режиме  одно-

кратных перегрузок при 

Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 40 
 

Габаритный чертеж 

 

 
Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не 

более 

Режим измере-

ния 

Ток утечки на 

выходе, мА  Iут.вых 15 

Uвых =100 В  

Uвх = -1,5 В 

Остаточное 

напряжение, В 
Uост 2,7 

Iвх=0,01 А  

Iвых=5 А 

Входное на-

пряжение в 

открытом со-

стоянии, В   Uвх.отк 3,5 

Iвх=0,01 А  

Iвых=5 А 

Коэффициент 

усиления тока 
Кус.I ≥2 000 

Uвых=10 В 

Iвых= 5 А 

Время вклю-

чения, мкс  

tвкл 0,3 

Iвх=0,01 А  

Iвых=5 А  

Uвых=30 В 

Время вы-

ключения, мкс 

tвыкл 1,0 

Iвх=0,01 А  

Iвых=5 А  

Uвых=30 В 
 

 



 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 
286ЕП5ТББ 

286ЕП5ТББ «ОСМ» 

АЕЯР.431420.559 ТУ, ПО.070.052 (для «ОСМ») 

 

Особенности 

- керамикополимерный корпус 4117.6-2 

ГОСТ 17467. 

 

Применение 

- предназначены для применения в радиоэлек-

тронной аппаратуре специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

Максимальное выходное 

напряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвых.max 100 

Максимальное входное на-

пряжение в закрытом со-

стоянии, В Uвх.max -10 

Максимальный выходной 

ток, А Iвых.max 2 

Максимальный входной ток 

в открытом состоянии, А Iвх.отк max 0,05 

Максимальный входной ток 

в режиме рассасывания, А Iвх.pac.max 0,05 

Максимальная рассеиваемая 

с теплоотводом мощность в 

режиме постоянного тока 

при Uвых≤15 В при темпера-

туре от минус 60 до 25 ºС, 

Вт Ppac.пост.max 10 

Максимальная рассеиваемая 

мощность без теплоотвода 

при температуре от минус 

60 до 25 ºС, Вт Ppac.max 1,5 

Максимальная средняя рас-

сеиваемая с теплоотводом 

мощность в режиме пере-

ключения при температуре 

от минус 60 до 25 ºС, Вт Ppac.cp.пер.max 8 

Максимальная рассеиваемая 

в импульсе мощность, Вт Ppac.A.max 120 

Максимальная рассеиваемая 

мощность в режиме  одно-

кратных перегрузок при 

Uвых≤10 В, Вт Ppac.A.max 16 
 

Габаритный чертеж 

 

 
Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не 

более 

Режим измере-

ния 

Ток утечки на 

выходе, мА  Iут.вых 2 

Uвых =100 В  

Uвх = -1,5 В 

Остаточное 

напряжение, В 
Uост 1,5 

Iвх=0,01 А  

Iвых=1 А 

Входное на-

пряжение в 

открытом со-

стоянии, В   Uвх.отк 2,3 

Iвх=0,01 А  

Iвых=1 А 

Коэффициент 

усиления тока 
Кус.I ≥500 

Uвых=10 В 

Iвых1= 1 А 

Время вклю-

чения, мкс  

tвкл 0,3 

Iвх=0,01 А  

Iвых=2 А  

Uвых=30 В 

Время вы-

ключения, мкс 

tвыкл 1,0 

Iвх=0,01 А 

Iвых=2 А 

Uвых=30 В 
 

 



 

 
 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхема (в керамикополимерном корпусе) 2607КП1АТ 

АЕЯР.431160.752 ТУ  

 

Особенности 

- выпускаются по гибридной технологии и содержат два 

GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и 

два ключевых выходных транзистора; 

- керамикополимерный корпус 4117.8-2; 

- стойкость к СВФ 2Ус. 

Применение 

- предназначена для использования в качестве оптоэлек-

тронных коммутаторов постоянного и переменного тока 

 

Предельно допустимые значения параметров  

Наименование 

параметра, единица изме-

рения 

Буквен-

ное 

обозна-

чение 

Норма  

не 

ме-

нее 

не 

более 

Коммутируемое напряже-

ние, В UKOM 0,1 60 

Коммутируемый ток, А IKOM 0 15 

Входное напряжение в вы-

ключенном состоянии, В UВX 3,5 0,8 

Импульсный коммутируе-

мый ток, А  

(при Тимп <20 мс, Q>500) IKOM.И  20 

Входной ток во включен-

ном состоянии, мА IВX 12 25 

Импульсный входной ток, 

мА 

(при Тимп <20 мс, Q>500) IВX.И  150 

Частота коммутации, Гц 

(при IВX = 10 мА,              

UKOM = 50 В, RН = 20 Ом) fКОММ 40  

Частота коммутируемого 

сигнала в замкнутом со-

стоянии, Гц 

 (при IВX = 5 мА) fСИГН  1500 

Максимальная рассеивае-

мая с теплоотводом мощ-

ность в режиме постоянно-

го тока при Uвых≤15В, Вт PPAC. ПОСТ. MAX  20 

Максимальная рассеивае-

мая без теплоотвода мощ-

ность, Вт PPAC. MAX  1,5 

Габаритный чертеж 

 
 

Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = +(25±10)˚С 

Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное 

обозна-

чение 

Норма Режим из-

мерения не 

менее  

не 

более 

Входное на-

пряжение, В  UВХ 1,0 1,5 

IВХ =10 мА 

Напряжение 

изоляции, В  UИЗ 1500  

IYТ ≤ 1 мкА, 

t=5 с 

Ток утечки на 

выходе, мкА IУТ.ВЫХ  5,0 

UВX =0,8 B,  

UKOM = 60 В 

Выходное со-

противление в 

открытом со-

стоянии, Ом  RОТК  0,06 

IВХ = 10 мА, 

t ≤ 30 мс, 

IКОМ = 7,5 А 

Сопротивление 

изоляции, Ом  RИЗ 10
9
  

UИЗ=1500 В 

Время вклю-

чения, мс  

tВКЛ  20,0 

IВХ = 10мА, 

UKOM  = 24 В, 

RH = 20 Ом 

Время вы-

ключения, мс 

tВЫКЛ  5,0 

IВХ = 10 мА, 

UКОМ = 24 В, 

RН = 20 Ом 
 



 

МИКРОСХЕМЫ 

Микросхема (в керамикополимерном корпусе) 2607КП1БТ 

АЕЯР.431160.752 ТУ  

 

Особенности 

- выпускаются по гибридной технологии и содержат два 

GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и 

два ключевых выходных транзистора; 

- керамикополимерный корпус 4117.8-2; 

- стойкость к СВФ 2Ус. 

Применение 

- предназначена для использования в качестве оптоэлек-

тронных коммутаторов постоянного и переменного тока 

 

Предельно допустимые значения параметров  

Наименование 

параметра, единица изме-

рения 

Буквен-

ное 

обозна-

чение 

Норма  

не 

ме-

нее 

не бо-

лее 

Коммутируемое напряже-

ние, В UKOM 0,1 60 

Коммутируемый ток, А IKOM 0 15 

Входное напряжение в вы-

ключенном состоянии, В UВX 3,5 0,8 

Импульсный коммутируе-

мый ток, А  

(при Тимп <20 мс, Q>500) IKOM.И  20 

Входной ток во включен-

ном состоянии, мА IВX 12 25 

Импульсный входной ток, 

мА 

(при Тимп <20 мс, Q>500) IВX.И  150 

Частота коммутации, Гц 

(при IВX = 10 мА,              

UKOM = 50 В, RН = 20 Ом) fКОММ 40  

Частота коммутируемого 

сигнала в замкнутом со-

стоянии, Гц 

 (при IВX = 5 мА) fСИГН  1500 

Максимальная рассеивае-

мая с теплоотводом мощ-

ность в режиме постоянно-

го тока при Uвых≤15 В, Вт PPAC. ПОСТ. MAX  20 

Максимальная рассеивае-

мая без теплоотвода мощ-

ность, Вт PPAC. MAX  1,5 

Габаритный чертеж 

 
 

Принципиальная схема 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = +(25±10)˚С 

Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквен-

ное 

обозна-

чение 

Норма Режим из-

мерения не 

енее  

не 

более 

Входное на-

пряжение, В  UВХ 1,0 1,5 

IВХ =10 мА 

Напряжение 

изоляции, В  UИЗ 1500  

IYТ ≤ 1 мкА, 

t=5 с 

Ток утечки на 

выходе, мкА IУТ.ВЫХ  25,0 

UВX =0,8 B,  

UKOM = 60 В 

Выходное со-

противление в 

открытом со-

стоянии, Ом  RОТК  0,08 

IВХ = 10 мА, 

t ≤ 30 мс, 

IКОМ = 7,5 А 

Сопротивление 

изоляции, Ом  RИЗ 10
9
  

UИЗ=1500 В 

Время вклю-

чения, мс  

tВКЛ  20,0 

IВХ = 10мА, 

UKOM  = 24 В, 

RH = 20 Ом 

Время вы-

ключения, мс 

tВЫКЛ  5,0 

IВХ = 10 мА, 

UКОМ = 24 В, 

RН = 20 Ом 
 

 



 

ТРАНЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ 

Транзисторные сборки 2П7235АС, 2П7235БС 

АЕЯР.432140.591 ТУ 

 

Особенности  
- керамикополимерный корпус 4117.8 

ГОСТ 17467. 

 

Применение 

- предназначены для применения в качестве по-

лупроводниковых ключей постоянного и пере-

менного тока в преобразовательных устройст-

вах специального назначения. 
 

Предельно допустимые значения параметров  
Наименование параметра, еди-

ница измерения (режим изме-

рения) 

Буквенное 

обозначе-

ние пара-

метра 

Норма При-

меча-

ние не 

ме-

нее 

не 

более 

Максимально допустимое по-
стоянное напряжение сток-

исток (Uвх=0 В), В 

- 2П7235АС 

Uси пост. макс 

– 55 

1, 5 

- 2П7235БС – 100 

Максимально допустимое по-

стоянное напряжение затвор-
исток, В Uзи пост. макс – ±20 

1, 5 

Максимально допустимый им-

пульсный ток стока, А Iс и.макс – 100 

3, 5 

Максимально допустимый по-

стоянный ток стока, А Iс пост. макс 

– 10 4, 5 

– 20 6 

Максимально допустимая по-

стоянная рассеиваемая мощ-

ность, Вт Рк пост. макс – 10 

2, 4, 5 

Максимально допустимая тем-

пература перехода, С Тп макс – 150 

5 

Примечания  

1 В диапазоне температур корпуса от минус 60 до 125 С.  

2 При температуре корпуса от минус 60 до 35 С. При темпе-

ратуре корпуса от 35 до 125 С рассеиваемую мощность, Вт, вы-
числяют по формуле 

,
R

ТТ
P

к-п Т

корпмакс п

макс к

 

где  Тп макс – температура перехода, С; 

 Ткорп – температура корпуса, С; 

 R T  п - к  – тепловое сопротивление, С/Вт. 

3 При включении tоткр≤10 мкс, скважности Q ≥50. 

4 На каждый канал при условии использования теплоотвода, 

обеспечивающего непревышение температуры перехода более 

150 °С. 

5 Параметры контролируются на каждом канале транзистор-

ной сборки. 
6 При параллельном соединении каналов транзисторной сбор-

ки. 

 

Принципиальная схема 
 

 

Габаритный чертеж 
 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

Наименование 
параметра, едини-

ца измерения  

Бук-

венное 
обо-

значе-

ние 

Норма Режимы измере-

ния 

При

меча
ча-

ние 
не 

менее 

не 

более 

Начальный ток 

стока, мкА 
- 2П7235АС  

Iс.нач 

– 20,0 
Uси=55 В,  
Uзи=0 В 

1 

- 2П7235БС – 500,0 
Uси=100 В,  

Uзи=0 В 
1 

Ток утечки затво-

ра, нА Iз.ут -100,0 100,0 

Uси=0 В,  

Uзи=±20 В 

1 

Сопротивление 

сток-исток в от-

крытом состоя-
нии, Ом  

- 2П7235АС 

Rси откр 

– 0,05 

Uзи=10 В,  

Iс = 10 А 

1 

- 2П7235БС – 0,1 

Пороговое напря-

жение затвора, В 

- 2П7235АС 

Uзи пор 

2,0 4,0 

Uси=Uзи,  

Iс=1 мА 

1 

- 2П7235БС 1,5 2,5 

Время задержки 

включения, нс 

tвкл – 200,0 

Eп=30 В; 
Rвх=3,6 Ом, 
Uзи=10 В; 
Rн=1,5 Ом 

(2П7235АС), 
Rн=3,0 Ом 

(2П7235БС) 

1 

Время задержки 

выключения, нс 

tвыкл – 400,0 

Eп=30 В; Rвх=3,6 
Ом, Uзи=10 В; 

Rн=1,5 Ом 
(2П7235АС), 

Rн=3,0 Ом 
(2П7235БС) 

1 

Тепловое сопро-

тивление переход 

- корпус, °С/Вт R T п - к  – 15,0 

 1 ,2  

Примечания  

1 Параметр контролируется для каждого канала транзисторной 

сборки. 
2 При наличии радиатора, гарантирующего температуру корпу-

са не выше 125 °С. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

РФ, 303140, Орловская обл., г. Болхов, ул. Карла Маркса, 17 

Тел. / факс  (48640) 2-36-65 

Телефон (48640) 2-32-94 

E-mail: оaobzpp@list.ru 
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